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Powszechnie uwaza si¢, ze dobry mechaniczny i elektryczny kontakt pomigdzy dwoma réznymi
materiatami, noszacy nazwe heteroztgcza moze stanowi¢ podstawe dziatania wielu réznych urzadzen
elektronicznych takich jak bardzo dobrze znana dioda czy komodrka fotowoltaiczna, ktora zamienia
energi¢ stoneczng na elektryczng. Stwierdzenie to jest na pewno prawdziwe dla heterostruktur typu p-
n, takich jak pokazana ponizej.
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Zaskakujacym jest moze fakt, ze nie tylko heterostruktury typu p-n sg uzyteczne w elektronice ale
rowniez zlacza n-n. Oba rodzaje heterostruktur mozna zastosowa¢ w detekcji gazu szczegdlnie gdy
chcemy si¢ dowiedzie¢ jaki jest aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza substancjami
niebezpiecznymi dla zdrowia i zycia ludzi.

Podstawowa réznice pomigdzy heteroztaczami typu p-n and n-n w nieobecnosci adsorbujacych
zwiazkdéw chemicznych mozna tatwo wyttumaczyé. W przypadku ztacza p-n, wskutek rekombinacji
dziura-elektron tworzy si¢ warstwa zubozona a bedaca rezultatem tego procesu bariera potencjalu
stanowi przeszkodg dla przeptywu elektronow. Stad wynika zasadniczy wzrost rezystancji uktadu. Dla
ztacza n-n wystepuje jednokierunkowy transfer elektronéw z ziarna materialu, ktérego minimum
pasma przewodnictwa lezy wyzej niz odpowiednia krawedz tego pasma w ziarnie drugiego materiatu.
Stad tez w poblizu zlgcza obserwujemy tworzenie si¢ warstwy wzbogaconej w elektrony w materiale,
do ktorego odbywa si¢ transport elektronow jak pokazano ponize;j.
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Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, wnioskodawcy projektu wnosza, ze poréwnanie pomiedzy
zachowaniem sensorowym nano-heterostruktur typu p-n i n-n nie zostalo do tej pory przedstawione.
Trudnym wyzwaniem mogtoby by¢ znalezienie nie tylko empirycznego ale roéwniez fundamentalnego
opisu tego zachowania. Ten aspekt pracy wnosi element nowosci do proponowanych badan.



